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ГЕЛИКОНОВЫЕ ВОЛНЫ В ТРЕХСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ

В работе 12] рассматривалось прохождение электромагнитной вол
ны через нормально намагниченный слой полупроводника, в котором 
возбуждались геликоновые волны, поляризованные по кругу в про
тивоположных направлениях (± ).

При одностороннем возбуждении геликоновых волн в трехслойной 
«труктуре (рис. 1), представляющей собой два бесконечных плоскопа
раллельных слоя полупроводника 2, 4, разделенных слоем диэлектри
ка 3, плоской электромагнитной волной, распространяющейся вдоль 
оси z ± B 0 (В0 — индукция внешнего постоянного магнитного поля), 
коэффициент передачи Т  определяется из решения системы уравнений, 
определяющих поля геликоновых волн в такой структуре. Поля па
дающих и отраженных волн на границах раздела сред имеют вид
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где ft, =  ft3 =  ft6 =  ft — постоянная распространения в свободном 
пространстве; fta =  ft4 =  ft± — постоянная распространения геликоно-

вых волн в полупроводнике. Из работы [1] для слабозатухающей 
гелЯКОНОВОЙ волны (+)
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для сильно затухающей геликоновой волны

и)1/2 ,
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Здесь со — круговая частота; р — удельное сопротивление полупро
водниками =  vB0 (о — подвижность носителей); р0 =  4л ПО-7 (А/м).

При одностороннем возбужении электромагнитной волной единич
ной амплитуды: Ь "=  1, Ь°б = 0. При этом Ь? представляет собой 
комплексный коэффициент отражения, комплексный коэффициент пе
редачи.
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На рис. 2 представлена зависимость амплитуды и фазы коэффици
ента передачи Т+, рассчитанных из системы уравнений (1) для случая 
dt =  d4 =  0,0018 м, d3 =  10—4, р2 4 «= 5,5 Ом-м. Как видно из рис. 2, 
электромагнитная связь между полупроводниковыми пластинками, 
разделенными слоем диэлектрика гораздо меньшей толщины чем сами 
пластинки оказывается незначительной.
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